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(57) Abstract: A method for the crystal pulling of a monocrystalline crystal from a melt composed of silicon and a dopant according to
Czochralski, comprising the following steps in the sequence given: a) performing a time-dependent computer simulation of a predefined
crystal-pulling process with a predefined dopant concentration (C) in the melt, with the aim of obtaining a temperature gradient (#c/
#n) and a gradient of the dopant (#7/#n) for each time increment (t), where the two gradients are ascertained at the interface between
crystal and melt in the direction of the normal of the interface to the melt, b) ascertaining a maximum dopant concentration (Cp,y) in
the melt and c) pulling a single crystal with a dopant concentration less than the ascertained maximum dopant
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concentration (Cyay), charactetized in that a parameter (CS) which is determined by the formula CS = #T/#n - /¢ #c/#n is calculated

for each time increment t, where the parameter fCS is determined by the product of the average concentration of the dopant (C) in the
melt, the density of the silicon melt, the Avogadro constant, the molar mass of silicon and the slope of the liquidus line, and then an
average (formula (I)) of the values obtained for the parameter (CS) is formed, where only those values having a (CS) value of less than
zero make a contribution, and a maximum dopant concentration (Cpy,y) is ascertained by adapting the predefined dopant concentration
(C) until the amount of (formula (I)) is equal to zero.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Kristallziehen eines monokristallinen Kristalls aus einer Schmelze aus Silicium und einem
Dotierstoff nach Czochralski enthaltend die Schritte in gegebener Reihenfolge: a) das Durchfiihren einer zeitabhiangigen Computersi-
mulation eines vordefinierten Kristallzichprozesses mit einer vordefinierten Dotierstoffkonzentration (C) in der Schmelze, mit dem
Ziel fiir jeden Zeitschritt (t) einen Temperaturgradienten (#7/##), und einen Gradienten des Dotierstoffes (#c/#n), zu erhalten, wobei
beide Gradienten an der Grenzfliche zwischen Kristall und Schmelze in Richtung der Normalen der Grenzflache zur Schmelze hin
ermittelt werden, b) das Ermitteln einer maximalen Dotierstoffkonzentration (Cpay) in der Schmelze und c) das Ziehen eines Einkris-
talls mit Dotierstoffkonzentration kleiner als der ermittelten maximalen Dotierstoffkonzentration (Cp,y), dadurch gekennzeichnet, dass
fiir jeden Zeitschritt (t) eine Grofe (CS) berechnet wird, die bestimmt wird durch die Formel CS = #T/#n - /- #c/#n, wobei der Para-
meter (fcg) bestimmt wird durch das Produkt aus der mittleren Konzentration des Dotierstoffes (C) in der Schmelze, der Dichte der
Siliziumschmelze, der Avogadrokonstante, der molare Masse von Silicium und der Steigung der Liquiduslinie, und anschliefend einen
Mittelwert (Formel (I)) aus den erhaltenen Werte der Grofe (CS) zu bilden, wobei nur diejenigen Werte einen Beitrag leisten, deren
Wert (CS) kleiner ist als Null und das Ermitteln einer maximalen Dotierstoffkonzentration (Cpax) durch das Anpassen der vordefinierten
Dotierstoffkonzentration (C) bis der Betrag von (Formel (I)) gleich Null ist.



